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Cd3As2 – узкозонный полупроводник с аномальнщй высокой подвижностью носителей заряда [1]. В настоящее время  этому соединению уделяется  внимание как Дираковскому и Вейлеровскому полуметаллу [2]. Ключекой особенностью таких полуметалов является инвертированный энергетический спектр носителей заряда. При определенной комбинации различных элементов симметрии в таких соединений в точках Бриллюэна зоны разрещенных состяний могут касаться друг друга, образуя бесщелевые состояния с линейным законом дисперсии и жесткой связью направления спина и импульса [3]. Для таких соединений как Cd3As2, которые рассматрываются как аналоги трехмерного гарфена,   характерны эффекты  сверхпроводимости и аномального магнетосопротивления [4].
Для дальнейщего изучения комплекса электромагнитых свойств и гальваномагнитных явлений большой интерес представляют синтез крупных и структурно-совершенных монокристаллов. Наличие структур превращений, происходящих с большим изменением объема в Cd3As2, не позваляют использовать методы получения монокристаллов методами   направленной кристаллизации расплава. Структурные превращен  в Cd3As2 происходят  со гласно:
αCd3As2 → 503K → α′Cd3As2 → 738K → α″Cd3As2 → 868K → βCd3As2.
Поэтому в настоящем исследовании в качестве основного метода выращивания монокристаллов был положен метод химическо-транспортных реакций. Экспериментам по выращиванию монокристаллов, предшествовали расчеты массоперенса,  как в  молекулярно-кинетическом, так и в диффузионный режимах. Особенность синтеза монокристаллов заключалось в том, что в исходную шихту по отношению к стехиометрическому составу  вводился   избытка As. Избыток вводился в виде сплава Cd3As2 с CdAs2. Содержание диарсенида кадмия в сплаве  оценивали по данным РФА. Результаты расчета  сравнены с экспериментом. Эксперименты проводили  в двух зонной печи. Первая зона была  горячая. В эту зону помешали кварцевую ампулу с определенной навеской шихты. Перенос осуществлялся в холодную зону печи. Результаты исследования представляли в табл.1. 
Таблица 1. Расчёт массопереноса Cd3As2
	Номер эксперимента
	Температура, К
	Давление, Па
	Плотность потока испарения, моль/(см2·с)
	Скорость Wp, моль/см^2*с
	Вес, г
	Время, с

	1
	818
	3626,4
	2,51E-03
	2,34E-05
	10,6
	453600

	
	923
	8465,97
	5,52E-03
	-
	-
	-

	2
	801
	2666,45
	1,87E-03
	1,95E-05
	5,4435
	279600

	
	876
	7066,09
	4,73E-03
	-
	-
	-

	3
	883,5
	7152,75
	4,77E-03
	5,32E-06
	2,48
	466200

	
	920,9
	7919,35
	5,17E-03
	-
	-
	-


Идентификацию полученных кристаллов проводили с помощью РФА анализа. На рис.1 представлены дифрактограммы полученных кристаллов.
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Рис. 1. Дифрактограмма монокристаллов  Cd3As2
Анализ полученных результатов показали, что  введение избытка мышяка изменяет морфологию кристаллов.
 Работа финансируется грантом РНФ 21-73-20220.
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